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Sposéb otrzymywania cienkick warstw zwiazkéw tvpu A'BO3

Przedmiotem wynalazku jest sposéb wytwarzania cienkich warstw zwigzkéw typu ABO; o dobrze uksztat-
towanej strukturze tekstury w warunkach stosunkowo niskich temperatur podtoza.

Dotychczas stosowane sposoby technologiczne wymagaja podgrzewania podtoza do wysokich temperatur
bliskich 1000°C, tzn. temperatur bliskich temperaturom topnienia tych substancji. W warunkach niskich tempera-
tur otrzymywano cienkie warstwy o znacznych odchyleniach od zatoZonej stechiometrii. Stosowanie podgrzewa-
nia podtozy byto konieczne bez wzgledu na sposéb nanoszenia cienkiej warstwy, a wiec zaréwno w technolo-
giach prézniowych (DC i RF Sputtering) jak i wypalaniem past czy odpowiednich reakcji chemicznych.

Wada tych sposobéw jest brak mozliwosci nanoszenia tych warstw na mniej szlachetne podtoza metaliczne,
czy na podtoza z takich pStprzewodnikéw jak krzem. Stosowana tu bowiem wysoka temperatura w potaczeniu
z tlenem, ktéry czesto stosowany jest w rozpylaniu reaktywnym cienkich warstw zwigzkéw ABO;, stawia wyso-
kie wymagania materiatom podtozy w zwiazku z czym stosuje si¢ tu takie materiaty jak platyna, Al, O, szafir.

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu technologicznego umozliwiajacego nanoszenie cienkich warstw
zwigzku typu ABO; w,niskich temperaturach podtoza w przedziale 100—500°C, przy rozpylaniu reaktywnym
w tlenie w polu stalym i w polu czestosci radiowych, a wiec chodzi tu o mozliwo$é uzyskania cienkich warstw
zwigzkéw ABO; na mniej szlachetnych i odpornych podtozach od stosowanych obecnie.

Istota sposobu otrzymywania cienkich warstw polega na tym, ze w procesie elektrycznego i reaktywnego
rozpylania prézniowego stosuje si¢ rozpylany zwigzek ABO; w postaci tarcz zawierajgcych domieszkowane
uprzednio katalizatory, najlepiej fluorki i chlorki odpowiednich zwigzkéw, obnizajace temperature zarodkowania
cienkiej warstwy nanoszonej na podtoze, w ilosci od 10 do 30% wagowych czystego zwiazku.

Zaleta tego sposobu jest mozliwos¢ uzyskania trudnotopliwych zwiazkéw typu ABO; na podtozach wrazli-
wych na podwyiszone temperatury, a tym samym znaczne rozszerzenie mozliwosci zastosowania réznych dielek-
trykéw, ferroelektrykéw i pétprzewodnikéw o sktadzie ABO; na réinego rodzaju planarne czy hybrydowe
technologie uktadéw scalonych. Mozna wigc ta droga otrzymywacé przykiadowo lepsze warstwy izolacyjne niz
SiO;,, lepsze warstwy substancji o ekstremalnie wysokich wartosciach przenikalnosci dielektrycznej w przypadku
ferroelektryk6w ABO; .
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Wynalazek moZe by¢ na przyvktad wykorzystany do otrzymania cienkiej warstwy tytanianu barowego
(BaTiO;) na podtozu z czystego aluminium. Wprowadzenie 20% wagowych fluorku potasu (KF) do tarczy
ceramicznej BaTiO; umozliwia otrzymanie stechiometrycznego zwigzku tego materiatu w postaci cienkiej war-
stwy utozonej plaszczyzng (100) réwnolegle do podtoza z walcowanej folii aluminiowej, juz przy temperaturach
podioza 150°C i gestosci mocy wytadowania rzedu 102 W/cm?, przy napieciu czestosci radiowej 1300 V., cisnie-
niu roboczym tlenu 5,9 kPa oraz odlegtosci tarcza — podtoze 6 mm.

Zastrzeienie patentowe

Sposéb otrzymywania cienkich warstw zwiazkéw typu ABO; na drodze rozpylania elektrycznego tych
zwiazkow w komorze prézniowej na rézne podtoza, znamienny tym, Ze stosuje si¢ rozpylany zwigzek
ABO; w postaci tarcz zawierajacych domieszkowane uprzednio katalizatory, najlepiej fluorki i chlorki odpowied-
nich zwiazkdw, obniZajace temperature zarodkowania cienkiej warstwy nanoszonej na podtoze. w ilosci od 10 do
30% wagowych czystego zwiazku.
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